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１．概要（Summary） 

窒化物半導体によるデバイス作製のために窒化ガリウ

ム(GaN)の膜加工が必要である。今回、東北大学のドライ

エッチング装置をお借りして GaN 試料のエッチング実験

を試みた。 
 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

アルバック ICP-RIE NE-550 
 
 

【実験方法】 
東北大学マイクロシステム融合研究センター試作コイン

ランドリの ICP ドライエッチング装置を用いて、GaN の加

工を試みた。予めマスクを形成しておいた 2 インチ GaN
テンプレートを 6 インチシリコンウェハーに固定して処理を

行った。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
ICP ドライエッチング装置でドライエッチングを行った試

料の SEM 像を Fig. 1 に示す。パターン形状に加工でき

ていることがわかる。今後、エッチング条件を調整し最適

条件を求める必要がある。 
 

 

 
Figure 1 SEM image of GaN 
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